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(54)【発明の名称】 ディスプレイパネルおよびそのパネルを搭載した情報処理装置

(57)【要約】
【課題】有機ＥＬディスプレイパネルの開口率を低減す
ることなく，発熱を軽減する。
【解決手段】半導体基板２００にトランジスタを構成
し，このトランジスタのドレイン電極１２５と有機ＥＬ
層１２０のＥＬ下部電極１２６を電気的に接続し，ソー
ス電極１２８は接地用電極１２９を介して半導体基板２
００に電気的に接続する。有機ＥＬ層１２０には，前面
電極膜１１０を介して，電流が注入され，この電流は，
有機ＥＬ層１２０，ＥＬ下部電極１２６，ドレイン電極
１２５，半導体活性層，ソース電極１２８，接地用電極
１２９を介して半導体基板２００に流入する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】トランジスタを介してエレクトロルミネッ
センス体に電流を流し前記エレクトロルミネッセンス体
を発光させるディスプレイパネルにおいて，前記トラン
ジスタが形成された半導体基板に前記トランジスタのソ
ースまたはドレインの一方を電気的に接続して，前記半
導体基板に前記電流を流すことを特徴とするディスプレ
イパネル。
【請求項２】請求項１に記載のディスプレイパネルにお
いて，前記半導体基板は単結晶半導体であって，前記エ
レクトロルミネッセンス体の前記半導体基板に近い側の
第１の電極は前記半導体基板に電気的に接続されていな
い前記ソースまたは前記ドレインに電気的に接続され，
前記エレクトロルミネッセンス体の第２の電極は透明電
極であり，前記第１の電極と前記半導体基板との間に前
記トランジスタが配置され，前記半導体基板の前記トラ
ンジスタが形成された面と異なる面側に導電性板が備え
られたことを特徴とするディスプレイパネル。
【請求項３】バッテリを搭載することが可能な情報処理
装置であって，請求項１または請求項２に記載のディス
プレイパネルを備えたことを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、発光光源，表示装
置に適用可能なＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディ
スプレイパネルに関し，さらに詳しくは，有機ＥＬ層か
らなる発光層を備えた有機ＥＬ素子をトランジスタ素子
を介して駆動するアクティブマトリックス型有機ＥＬデ
ィスプレイパネル，およびそのパネルを備えた情報処理
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子は、発光ダイオードと同じ
く電流駆動型の発光素子であり，この有機ＥＬ素子に流
れる電流値によって輝度を制御できるので，表示デバイ
スへの応用が研究，開発されている。現在主流である液
晶表示パネルに比べて，この有機ＥＬ素子は自発光素子
であるので，液晶表示装置のようなバックライトを必要
とせず，また液晶を挟むような構造が必要でないために
パネル製作工程を簡略化でき，さらに低電圧で駆動が可
能である利点を有している。
【０００３】この有機ＥＬ素子を使用したディスプレイ
パネルは，多数の有機ＥＬ素子をマトリックス状に配列
し，各素子をアクティブマトリックス型の駆動方法で発
光させる構成が採用されている。各素子には，行毎に素
子を選択するための選択バスおよび選択された行の各素
子に発光輝度に応じた電圧を印加するためのデータバス
が接続されているとともに，発光層に電流を注入するた
めに電源バスとグランドバスが接続されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】情報処理装置のディス

2
プレイの表示画面は，大画面化，高精細化が望まれてい
る。表示画面を大きくすれば，電源バスおよびＧＮＤバ
スの長さが長くなり，表示を高精細化すれば，これらの
バス幅が狭くなり，各バスの抵抗値は増える。
【０００５】一方，有機ＥＬ素子の発光を維持するため
には，発光層に常に電流を流すので，表示画面の大画面
化，高精細化に伴って，電源バスやＧＮＤバスの抵抗値
を低減して，パネルが発熱するのを防止する必要が生じ
てきている。
【０００６】しかしながら，この抵抗値を低減するため
に，電源バスやＧＮＤバスの配線幅を広げれば，それだ
け発光のための領域が少なくなり，したがって開口率が
低下することになる。本発明は、このように常時電流が
流れる場合であっても配線による開口率の低下を防ぐと
ともに、発熱の問題を解決することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は，第１に，トラ
ンジスタを介してエレクトロルミネッセンス体に電流を
流して前記エレクトロルミネッセンス体を発光させるデ
ィスプレイパネルにおいて，前記トランジスタが形成さ
れた半導体基板に前記トランジスタのソースまたはドレ
インの一方を電気的に接続して，前記半導体基板に前記
電流を流すディスプレイパネルを要旨とした。
【０００８】本発明はまた第２に，前記ディスプレイパ
ネルにおいて，前記半導体基板は単結晶半導体であっ
て，前記エレクトロルミネッセンス体の前記半導体基板
に近い側の第１の電極は前記半導体基板に電気的に接続
されていない前記ソースまたは前記ドレインに電気的に
接続され，前記エレクトロルミネッセンス体の第２の電
極は透明電極であり，前記第１の電極と前記半導体基板
との間に前記トランジスタが配置され，前記半導体基板
の前記トランジスタが形成された面と異なる面側に導電
性板が備えられたディスプレイパネルを特徴とする。
【０００９】さらに，本発明は第３にバッテリを搭載す
ることが可能な情報処理装置であって，前記第１または
第２の特徴を有するディスプレイパネルを備えた情報処
理装置を特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】本発明の第１の実施例を図面に沿
って説明する。図１は，本発明のディスプレイパネルに
配列された複数の有機ＥＬ素子と駆動回路との等価回路
の概略を示した図である。図１に示した１組の有機ＥＬ
素子と駆動回路とを合わせて発光素子と称し，点線で囲
んだ部分が一例である。
【００１１】各発光素子は，行毎に各々選択バスＹ

j 
，

Ｙ
j+1 
，Ｙ

J+2 
，・・・に接続されるとともに，列毎に

各々データバスＸ
i 
，Ｘ

i+1 
，Ｘ

i+2 
，・・・に接続さ

れている。この選択バスＹ
j 
，Ｙ

j+1 
，Ｙ

J+2 
，・・・

には順次，選択信号が付与され，選択された行の各発光
素子には，表示データに応じて設定した電圧の情報信号
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がデータバスＸ

i 
，Ｘ

i+1 
，Ｘ

i+2 
，・・・を介して印

加される。さらに，各発光素子は，有機ＥＬ素子に電流
注入のために電源およびＧＮＤに接続されている。
【００１２】つぎに，発光素子の回路構成を図２に沿っ
て説明する。本発明の発光素子は，スイッチングのため
の第２トランジスタ７０と，ＥＬ素子５０に流す電流を
制御する第１トランジスタ６０と，この第１トランジス
タ６０のゲート・ソース間に並列に接続されてゲート電
位を保持するための容量保持素子８０とを含む。
【００１３】第２トランジスタ７０のゲートは選択バス
１０に接続されており，選択バス１０に選択信号が印加
されると，データバス２０に印加されている情報信号の
電圧値に応じた電流が第２トランジスタ７０のソース側
に接続された容量保持素子８０に流入する。したがっ
て，この容量保持素子８０には情報信号の電圧値に対応
した電圧が保持される。また，容量保持素子８０は，第
１トランジスタ６０のゲートとソースとの間に接続され
ているので，容量保持素子８０の保持電圧に応じた第１
トランジスタ６０のドレイン電流Ｉ

D 
がＥＬ素子５０を

流れる。
【００１４】このように，データバス２０に印加される
電圧値に応じた電流がエレクトロルミネッセンス体を含
むＥＬ素子５０に流れるので発光素子の輝度の大小の制
御をデータバス２０に印加する電圧値で制御することが
可能となる。また，容量保持素子８０によって，情報信
号に応じた電圧値が保持されているので，発光素子はほ
ぼ１００％のデューティで発光する。
【００１５】ここで，ＥＬ素子５０の一端は電源に接続
され，ほぼ１００％のデューティで流される電流は，第
１トランジスタ６０のソース側と容量保持素子８０の一
端に接続されているＧＮＤに流入する。
【００１６】つぎに，以上に説明した回路構成を有する
発光素子の構造を図３から図９に沿って説明する。
【００１７】図３は，発光素子の概略を示す平面図であ
る。選択バス１０とデータバス２０で囲まれた矩形の領
域に発光素子が形成されている。第２トランジスタ７０
のゲート電極は選択バス１０に，ドレイン電極はデータ
バス２０に接続されている。また，ソース電極は，第１
トランジスタ６０のゲート電極１５０に接続されてい
る。この第１トランジスタ６０のゲート電極１５０の一
端はコンタクトホール１５１を介して，容量保持素子８
０の上部電極である容量素子上部電極１３５に接続され
ている。第１トランジスタ６０のドレイン電極１２５
は，１点鎖線で示したＥＬ層下部電極１２６に接続さ
れ，このＥＬ層下部電極１２６の上部に鎖線で示す有機
ＥＬ層１２０が積層されている。
【００１８】第１トランジスタ６０のソース電極１２
８，および容量保持素子８０の一端は半導体基板２００
に接続され本発明の１つの特徴で構成している（図４参
照）。
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【００１９】この図３に示したＡＡ矢視方向，ＢＢ矢視
方向の断面図を各々図４，図５に示して，本発明の特徴
を詳述する。
【００２０】図４は発光素子の断面を示す図であり，図
示の様に本発明の発光素子の特徴は半導体基板２００を
基板として使用して発光素子を構成し，且つこの半導体
基板２００をＧＮＤとして使用していることである。
【００２１】本実施例では半導体基板２００には，Ｐ型
半導体を使用し，第１トランジスタ６０，第２トランジ
スタ７０のソース部やドレイン部はＮ型半導体を用いて
いる。
【００２２】ゲート絶縁膜１８８上にゲート電極１８５
を形成し，ゲート電極１８５の左右の近傍に絶縁層を介
して，ドレイン電極１９０およびソース電極１８０が形
成され，これらゲート電極１８５，ドレイン電極１９
０，ソース電極１８０と半導体基板２００に形成したｎ
+ 層とでＭＯＳ型電界効果型トランジスタである第２ト
ランジスタ７０が構成されている。ここで，ゲート絶縁
膜１８８は好ましくはプラズマＣＶＤ（ＰＣＶＤ），ま
たは減圧ＣＶＤ（ＬＰＣＶＤ）の様な化学蒸着により積
層される二酸化シリコンである。またゲート電極１８５
は蒸着またはスパッタリングで成膜する。このゲート電
極１８５はまた，ＴａＮを用いても良い。別の方法とし
て，ゲート電極１８５にポリシリコンを使用する場合に
は，ゲート絶縁膜１８８上にポリシリコンを積層し，イ
オンインプラントすることによって得られる。この時の
ゲート電極材料は，好ましくはアモルファスシリコンか
ら形成されたポリシリコンである。イオンインプラント
は，好ましくは砒素であるＮ型ドーパントで導電化す
る。
【００２３】この第２トランジスタ７０のゲート電極１
８５は，ＳｉＯ

2 
を堆積して構成された層間絶縁層１５

６上に配置された選択バス１０に接続されている。この
選択バス１０およびデータバス２０（図３参照）は，Ａ
ｌ合金，Ａｌ，Ｃｒ，Ｗ，Ｍｏなどの金属をフォトリソ
グラフィによって形成する。さらには，珪素化タングス
テンのような金属珪素化物を使用しても良い。
【００２４】一方，ソース電極１８０は，導電層１９
２，コンタクトホール１９４を介して，第１トランジス
タ６０のゲート電極１５０の一端に接続されている。こ
のゲート電極１５０は，また，コンタクトホール１５１
を介して，ＳｉＯ

2 
を堆積して構成した容量層１４０の

上に形成された容量素子上部電極１３５に電気的に接続
されている。この容量素子上部電極１３５，容量層１４
０とＧＮＤである半導体基板２００とで容量保持素子８
０が構成されている。ここで，ドレイン電極１９０，ソ
ース電極１８０および容量素子上部電極１３５は発光光
をパネル前面側により多く放射させるために，アルミニ
ウム，銀などの反射性能のある金属膜が好ましいが，Ｉ
ＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ）やＺｎＯの
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様な透明導電膜であってもよい。
【００２５】つぎに，第１トランジスタの断面を示す図
５を参照して，第１トランジスタ６０の構造を説明す
る。ゲート電極１５０はゲート絶縁膜１４５上に形成さ
れ，層間絶縁層１５５を介して，左右の近傍にソース電
極１２８およびドレイン電極１２５が形成されている。
これらゲート電極１５０，ドレイン電極１２５，ソース
電極１２８と半導体基板２００に形成したｎ+ 層とでＭ
ＯＳ型電界効果型トランジスタである第１トランジスタ
６０が構成されている。ここで，各構成要素は第１トラ
ンジスタと同様の材料を使用している。
【００２６】ソース電極１２８はさらにｎ+ 層を避けた
位置で半導体基板２００に電気的に接続された接地用電
極１２９に接続されている。また，層間絶縁層１３０を
介して，第１トランジスタ６０を覆う様に形成されたＥ
Ｌ層下部電極１２６にドレイン電極１２５は電気的に接
続されている。
【００２７】このＥＬ層下部電極１２６上に有機ＥＬ層
１２０が堆積され，最上部には透明導電膜としてＩＴＯ
またはＺｎＯが前面電極膜１１０として配置される。こ
の有機ＥＬ層１２０を形成する化合物は，一般的には蒸
着によって堆積されるが，他の従来技術によって堆積し
てもよい。また，前面電極膜１１０も化学蒸着によって
堆積させるが他の堆積技術であってもよい。
【００２８】この前面電極膜１１０の上部に保護の目的
で前面基板１０５を設けたが，この前面基板１０５は無
くともよい。また，本実施例では，ＥＬ層下部電極１２
６は第１トランジスタ６０を覆う様に構成したが，さら
に第２トランジスタ７０を覆う様に構成してもよい。こ
の様に構成することによって，発光面積を広げることが
可能となり，また第２トランジスタ７０への光の遮光を
ＥＬ層下部電極１２６によって行うことが可能となる。
【００２９】また，本実施例では，図３，図４に示す様
に，第１トランジスタ６０のゲート電極１５０の両端に
第２トランジスタのソース電極１８０と容量保持素子８
０とを配置したが，第１トランジスタ６０のゲート電極
１５０と第２トランジスタのソース電極１８０との間に
容量保持素子８０を配置してもよい。
【００３０】ここで，第１トランジスタ６０のソースは
電極を介して基板に電気的に接続されているので，有機
ＥＬ層１２０から第１トランジスタ６０を通って流れる
電流は半導体基板２００に流れ込む。
【００３１】つぎに，半導体基板２００の背面には，銀
ペーストなどの導電性樹脂２１０を用いてアルミニウム
板等の導電性の背面基板２２０を貼り付けられている。
この背面基板２２０はＧＮＤ電位に保持され，上側の透
明導電膜である前面電極膜１１０は電源電位に保持され
る。
【００３２】つぎに，図６，図７を参照して，ディスプ
レイパネル１の電極の取り出し構造を説明する。図６は
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ディスプレイパネルの電極取り出しを示す図であり，前
面電極膜１１０，選択バス１０，データバス２０に各々
電極取り出し用のフレキシブルプリント板２５０，２５
２を取り付けた状態を示している。選択バス１０はディ
スプレイパネル１の左右の周辺部に，データバス２０は
上下の周辺部にそれぞれの導体部が配置されている。各
々の二カ所に分離して導体部を配置することによって，
各々の電極引き出し箇所でのバスのピッチを広くしてあ
る。前面電極膜１１０は１層の全面電極であるので，パ
ネル外部への電極取り出しは一カ所から取り出している
が，複数の箇所から容易に引き出すことが可能である。
この図６のＣ方向矢視図を図７に示す。
【００３３】図７は電極の取り出しの構成を示す断面図
であり，フレキシブルプリント板２５２の各導電性パタ
ーンは，選択バス１０の端部で異方性導電接着膜を介在
させ電気的に各選択バス１０に対応して電気的に接合さ
れている。ＧＮＤとなる背面基板２２０に本実施例では
アルミニウム板を使用しているので，背面基板２２０に
リード線を半田付けした金属端子をねじ留めし，電極を
引き出している。
【００３４】以上に示した構造にすることにより，有機
ＥＬ素子に流れる電流は基板に流れ込むので，各発光素
子をＧＮＤバスで接続する必要がない。また，電源は上
側のパターニングされていないベタ状の透明導電膜に接
続されているため各発光素子の電源バスはすでに接続さ
れている状態となっている。よって，従来は各発光素子
にデータバス，ＧＮＤバス，電源バス，選択バスの４本
配線が必要であったが，本第１の実施例ではデータバ
ス，選択バスの２本の配線のみでよい。このために，配
線の占める面積による開口率の低下を防ぐことが可能と
なる。
【００３５】さらに，半導体基板をＧＮＤに使用したの
で，有機ＥＬ層を発光させるに必要な電流に基づく発熱
を大きく招来することなく，大型または／および高精細
のディスプレイパネルが可能となる。
【００３６】また，ＧＮＤバスを使用しない構成とした
ので，ＧＮＤバスパターンが不要となり，パネル作製が
容易となる。
【００３７】さらに，本第１の実施例では前面電極膜１
１０を有機ＥＬ層１２０にベタ状に積層したので，液晶
表示パネルの様に液晶を挟むような構造が必要でないた
めにパネル製作工程を簡略化，またパネル部品数を削減
することが可能となる。
【００３８】つぎに，図８と図９を参照して，第２の実
施例を説明する。この第２の実施例では，第１の実施例
と同様の機能を有する各部材に同じ参照番号を付して使
用している。
【００３９】第２の実施例と第１の実施例との違いは，
前面電極膜の構成にある。図８は，図３のＡＡ矢視方向
の発光素子の断面を示す図であり，前面電極膜１１０は
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7
前面基板１０５上に形成した後に，有機ＥＬ層１２０に
接する様に構成される。
【００４０】また，この第２の実施例のディスプレイパ
ネルの電極取り出しの構成を図９に示す。この電極取り
出しの構成において，第１の実施例との違いは，前面電
極膜１１０の電極取り出しを前面基板１０５側に接続し
た点である。
【００４１】この様な構成をとることによって，凹凸の
ある有機ＥＬ層１２０上に直接前面電極膜１１０を堆積
する際の膜形成不良を回避することが可能となる。
【００４２】次に，図１０と図１１とを参照して，本発
明の第３の実施例を説明する。この第３の実施例は，第
１，第２の実施例で示したディスプレイパネル１を搭載
した情報処理装置である。
【００４３】図１０はこの情報処理装置の１例を示す図
で，具体的にはノートブック型のパーソナルコンピュー
タ４００のディスプレイに本発明のディスプレイパネル
１を使用している。図１０でこのパーソナルコンピュー
タ４００は，携帯可能とするために，キーボード４３０
やＣＰＵを搭載した本体部４１０と表示部４２０とはヒ
ンジ構造で結合され，重ね合わせ可能な構造であり，デ
ィスプレイパネル１は表示部４２０内に収納されてい
る。さらに，このパーソナルコンピュータ４００はバッ
テリ駆動が可能で本実施例では本体部４１０内にバッテ
リを収納している。
【００４４】図１１は，パーソナルコンピュータ４００
の構成を示す図である。ディスプレイパネル１の選択バ
スはゲートドライバ５１０に，データバスはデータドラ
イバ５２０に各々接続され，所定の信号が各バスに印加
される。これらのドライバ５１０，５２０はコントロー
ラ５３０からの制御信号によって，所定の信号の送出タ
イミングや印加電圧値が制御されている。
【００４５】一方，ＣＰＵ５４０はコントローラ５４２
を介して入力されたキーボード５６０からの命令に基づ
き処理を行うが，必要なデータをハードディスク５５０
からコントローラ５５２，バス５７０およびコントロー
ラ５４２を介してメインメモリ５４４に一旦記憶させ，
メインメモリ５４４と交信を行いつつ，順次処理を行
う。この処理データは，外部記憶装置５６２やディスプ
レイパネル１に送られ，記憶蓄積や表示される。
【００４６】このパーソナルコンピュータ４００には，
バッテリ５８０と商用電源の切替が可能であって，商用
電源に接続されていない場合には電源コントローラ５７
５がバッテリ５８０を電源とすべく電源切替部５７１を
制御する。また，バッテリ５８０が所定の電圧値以下に
なると，アラーム信号をＣＰＵ５４０に送出することが
可能となっている。
【００４７】このような構成のパーソナルコンピュータ
４００において，本発明のディスプレイパネル１を使用
する様にしたので，以下の効果がある。 *
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*【００４８】本ディスプレイパネルは，ＧＮＤ層に半導
体基板を使用したので，ＧＮＤバスの配線が不要とな
り，開口率の低下を防ぎつつ，電源ラインの低抵抗化が
可能となり，表示輝度の向上，発熱の低減が可能とな
る。
【００４９】なお，以上の第１から第３の実施例に述べ
た以外に，本発明を以下の様に構成することも可能であ
る。
【００５０】１．赤色発光，グリーン発光，ブルー発光
の各発光素子を１組の画素として，マトリックス状に配
列して，カラーディスプレイパネルを構成してもよい。
【００５１】２．各発光素子の有機ＥＬ層材は同じであ
って，色フィルタを配置し透過光が赤色，グリーン，ブ
ルーとなる１組の発光素子を画素として，マトリックス
状に配列して，カラーディスプレイパネルを構成しても
よい。
【００５２】３．背面基板は，一様の厚さでなくともよ
く，また部分的に抜き孔があって半導体基板の変形に沿
う柔軟形状であってもよい。さらに，放熱に好適な黒色
処理がなされ，また表面積を増やすためにフィン形状で
あってもよい。
【００５３】４．液晶などのバックライト，プリンタの
露光源，スキャナの露光源，信号器の発光源として各装
置に組み込み使用してもよい。
【００５４】
【発明の効果】請求項１の発明によれば，有機ＥＬ素子
を流れる電流をトランジスタを介してＧＮＤ電位の半導
体基板に流すことにより，ＧＮＤバスの配線を省略で
き，開口率の低下を防止でき，発熱を軽減することが可
能となる。
【００５５】また，請求項１の発明の効果に加え，請求
項２の発明よれば，有機ＥＬ素子の上層に電源電位の透
明導電膜層を配置することにより電源バスの配線を省略
でき，パネルの製作を容易することが可能となる。
【００５６】また，請求項３の発明によれば，請求項
１，２の効果に加え，バッテリの消費電力を軽減し，発
熱を軽減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】複数ＥＬ発光素子の等価回路を示す図
【図２】発光素子の回路構成を示す図
【図３】発光素子部分の構成を示す図
【図４】発光素子の断面を示す図
【図５】第１トランジスタの断面を示す図
【図６】ディスプレイパネルの電極取り出しを示す図

【図７】電極の取り出しの構成を示す図
【図８】発光素子の断面を示す図
【図９】電極の取り出しの構成の断面を示す図
【図１０】情報処理装置の１例を示す図
【図１１】パーソナルコンピュータの構成を示す図
【符号の説明】
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１０    選択バス
２０    データバス
６０    第１トランジスタ
７０    第２トランジスタ
５０    ＥＬ素子
８０    容量保持素子
１１０  前面電極膜 *
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*１２０  有機ＥＬ層
１２５  ドレイン電極
１２８  ソース電極
１５０  ゲート電極
２００  半導体基板
２２０  背面基板

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図７】
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【図５】

【図６】

【図９】
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【図８】

【図１０】
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【図１１】
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